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	【ＪＲＡに応募した経緯】�　私は、学部４年生の時から半導体の研究をスタートさせましたが、研究を進めるうちにナノテクノロジーに非常に強い関心を持ちました。修士課程を修了する時には、博士課程への進学を考えていませんでしたが、将来ナノテクノロジーに関わる世界

